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stanowisku adiunkta)

W roku 2011 zatrudniony w charakterze guest researcher w Laboratory of Electrical
Energy Conversion, Kungliga Tekniska Hogskolan (KTH) Royal Institute of
Technology, Sztokholm, Szwecja

4. Wskazanie osiggniecia naukowego wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym:

a) tytul osiagnigcia naukowego

Jednotematyczny cykl dziesigciu publikacji pod wspdlnym tytutem: ,,Przyrzady mocy
z weglika krzemu: wlasciwosci, sterowanie, zastosowania w energoelektronice™

b) wykaz wybranego cyklu publikacji

1.

R. Barlik, J. Ragbkowski, M. Nowak: Przyrzady mocy z weglika krzemu (SiC) i ich
zastosowanie w energoelektronice, Przeglad Elektrotechniczny Nr. 11/2006, s. 1-8.
(TF: -, cytowania: Web of Science: -, Scopus: 7, Google Scholar: 5, pkt. MNiSzW: 6)

Mdj wklad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu testéw wlasciwosci
statycznych i dynamicznych pary IGBT/SiC Schottky oraz czesciowym przygotowaniu
tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 30%.

J. Rabkowski, Silicon carbide VIFET — fast, high voltage semiconductor device for
power electronics applications, Przeglad Elektrotechniczny Nr 4/2009, s. 165-168 (IF:
0,244, cytowania: Web of Science: -, Scopus: 1, Google Scholar: 3, pkt. MNiSzW: 6)
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J. Rabkowski, R. Barlik, Three-phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes,
Przeglad Elektrotechniczny Nr 11a/2010, s. 116-119

(IF: 0,244, cytowania: Web of Science: 1, Scopus: 2, Google Scholar: 3, pkt.
MNiSzW: 9)

Mdj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu przeglqdu literatury,
opracowaniu idei wysokoczestotliwosciowego falownika SiC, wykonaniu projektu i
budowy  prototypu, przeprowadzeniu badav i opracowaniu ich wynikéw,
przygotowaniu tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 90%.

D. Peftitsis, G. Tolstoy, A. Antonopoulos, J. Rabkowski, J.-K. Lim, M. Bakowski, L.
Angquist, H.P. Nee, High-Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETS,
IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 27, iss. 1, 2012, pp. 28-36 (IF: 4.08,
cytowania: Web of Science: 12, Scopus: 17, Google Scholar: 45, pkt. MNiSzW: 45)

Mdj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu projektu obwodu sterownika
bramkowego dla tranzystoréw SiC JFET oraz wykonaniu obliczen strat mocy
przeksztattnika typu M2C. Moj udzial procentowy szacuje na 10%.

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Sterowniki bramkowe dla tranzystorow z
weglika krzemu (SiC) — przeglad rozwiazan, Przeglad Elektrotechniczny Nr 4b/2012,
s. 187-192 (IF: 0,244, cytowania: Web of Science: -, Scopus: -, Google Scholar: -, pkt.
MNiSzW: 15)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu przegladu literatury,
wykonaniu projektu czesci sterownikéw bramkowych, przeprowadzeniu badan i
opracowaniu ich wynikéw, analizie wynikow eksperymentéw oraz przygotowaniu
tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 70%.

J. Rabkowski, G. Tolstoy, D. Peftitsis, H.-P. Nee, Low-Loss High-Performance
Base-Drive Unit for SiC BJTs, IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 27, iss. 5,
2012, pp. 2633-2433 (IF: 4.08, cytowania: Web of Science: 5, Scopus: 9, Google
Scholar: 15, pkt. MNiSzW: 45)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu przeglqdu literatury,
wykonaniu projektu i budowie prototypu sterownika prqdu bazy, wykonaniu obliczen
strat mocy w sterowniku, przeprowadzeniu badan i opracowaniu ich wynikéw,
analizie wynikéw eksperymentow oraz przygotowaniu czesci tekstu i rysunkéw. Moj
udzial procentowy szacuje na 50%.

J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, SiC power transistors — a new era in power
electronics is initiated, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 6, iss. 2, 2012,
pp-17-26 (IF: 3.758, cytowania: Web of Science: 2, Scopus: 4, Google Scholar: 9, pkt.
MNiSzW: 30)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji artykulu o
charakterze poréownawczym, wykonaniu przegladu literatury, przeprowadzeniu badar
I opracowaniu ich wynikéw oraz przygotowaniu czesci tekstu i rysunkéw. Moj udzial
procentowy szacuje na 40%.




8. D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Self-Powered Gate Driver for Normally-ON
Silicon Carbide Junction Field-Effect Transistors Without External Power Supply,
IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, iss. 3, 2013, pp. 1488-1501 (IF:
4.08, cytowania: Web of Science: 1, Scopus: 1, Google Scholar: 3, pkt. MNiSzW: 45)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale w projektowaniu prototypu
a nastepnie w przeprowadzeniu badan i opracowaniu ich wynikow, analizie wynikéw
eksperymentoéw oraz dokonaniu poprawek tekstu manuskryptu. Moj udzial procentowy
szacuje na 30%.

9. J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, Design Steps Towards a 40-kVA SiC JFET
Inverter With Natural-Convection Cooling and an Efficiency Exceeding 99.5 %, IEEE
Transactions on Industry Applications, vol. 49, iss. 4, 2013, pp.1589-1598 (IF: 1.672,
cytowania: Web of Science: -, Scopus: -, Google Scholar: -, pkt. MNiSzW: 40)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu przegladu literatury,
wykonaniu projektu i budowie prototypu falownika o mocy 40kVA, wykonaniu
symulacji i badan eksperymentalnych, opracowaniu metody elekirotermicznej do
pomiaru strat mocy oraz przygotowaniu czeSci tekstu i rysunkéw. Moj udzial
procentowy szacuje na 50%

10. J. Rabkowski, A Current-Source Concept for Fast and Efficient Driving of Silicon
Carbide Transistors, Archives of Electrical Engineering, vol. 62, iss. 2, pp. 333-343,
June 2013 (IF: -, cytowania: Web of Science: -, Scopus: -, Google Scholar: -, pkt.
MNiSzW: 6)

Dla powyzszego cyklu 10 publikacji

Sumaryczny Impact Factor 18,402
Liczba cytowan Web of Science 21
Liczba cytowan Scopus 41
Liczba cytowan Google Scholar 83
Suma punktéw MNiSzW 235




Tabela okreslajaca udzialy w poszczegdlnych publikacjach wspdtautorskich (pisma z
podpisanymi oswiadczeniami o ich indywidualnym wkiadzie zostaty umieszczone w
osobnym zataczniku).
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Sredni udziat kandydata we wszystkich dziesigciu publikacjach 63%.




¢) omdéwienie celu naukowego prac i osiagnietych wynikéw wraz z oméwieniem ich
ewentualnego wykorzystania

Omawiany w ponizszym autoreferacie cykl publikacji odnosi si¢ w catosci do
problematyki elementow podtprzewodnikowych mocy z weglika krzemu (SiC) i ich
zastosowania w energoelektronice. Weglik krzemu to jeden z materialéw z grupy o szerokim
zabronionym pasmie energetycznym, ktory dzieki doskonatym wiasciwosciom fizycznym
umozliwia wytwarzanie przyrzadéw pdtprzewodnikowych mocy o parametrach lepszych niz
powszechnie stosowane elementy krzemowe (Si). Teoretycznie, dzieki niemal
dziesigciokrotnie wyzszej wartosci krytycznego natezenia pola elektrycznego mozna
otrzyma¢ analogiczne struktury potprzewodnikowe jak dla Si, ale o dziesieciokrotnym
napieciu przebicia. W praktyce warto$ci te sa nieco mniejsze, ale weglik krzemu przewyzsza
krzem takze pod wzgledem innych parametréw: odpornosci na promieniowanie kosmiczne,
gestosci pradu i przewodnosci cieplnej, co stanowi bezdyskusyjnie o lepszych parametrach
uzyskiwanych przyrzadéow mocy, przede wszystkim o niskich spadkach w stanie
przewodzenia i niewielkich wartosciach strat w trakcie procesow laczeniowych. Dzieki
dtugoletnim badaniom doszto w pierwszym dziesiecioleciu XXI wieku do przetomu w
zakresie wytwarzania podtéz SiC o wysokiej jakosci oraz produkcji samych struktur, co
przyniosto dostepnos$¢ elementdw niesterowanych (diody SiC Schottky'ego) i sterowanych
(tranzystoréw) w laboratoriach badawczych, a nastepnie w otwartej sprzedazy. Pojawienie sie
nowych przyrzadéw otworzylo nowy obszar badawczy w zakresie energoelektroniki,
poniewaz konieczne bylo poznanie ich parametrow, sposobu sterowania, a wreszcie
okredlenie mozliwego wplywu na wilasciwosci ukladow energoelektronicznych. Na ten
wlasnie obszar kandydat skierowal swoje zainteresowania w okresie po uzyskaniu stopnia
doktora (od 2005) pracujac zaroOwno w sktadzie zespotéw krajowych (Instytut Sterowania i
Elektroniki Przemystowej, Politechnika Warszawska), jak i miedzynarodowych (Laboratory
of Electrical Energy Conversion, KTH Royal Institute of Technology, Szwecja). Nalezy
podkresli¢, ze obydwa zespoly zaliczaja si¢ do grona zespoldéw pionierskich w omawianej
tematyce. W pierwszych latach po roku 2005 kandydat bral rowniez aktywny udzial w
rozwoju nowej rodziny falownikéw z obwodem impedancyjnym typu Z, co przelozylo sie na
szereg publikacji i uzyskanych patentéw. Jednak tematyka elementéow z weglika krzemu
okazata si¢ bardziej znaczaca, a przede wszystkim znalazla sie w fazie przelomowej. Dlatego
w okresie po roku 2008 kandydat skupit si¢ niemal wylacznie na badaniach poswieconych
ukfadom energoelektronicznym z przyrzadami potprzewodnikowymi mocy SiC. Efekty tych
prac zostaly przedstawione w blisko osiemdziesieciu publikacjach, z ktérych wybrano
dziesie¢ oméwionych ponizej (w kolejnosci chronologicznej).

Praca [1] otwierajaca caly cykl jest jednoczesnie pierwsza pozycja w literaturze
krajowej sygnalizujaca znaczenie technologii elementéw mocy z weglika krzemu dla
energoelektroniki. Omawia ona whasciwosci tego materiatu na tle powszechnie stosowanego
krzemu (Si), a takze poréwnuje dwa typy diod: typowa szybka krzemowa diode PiN i bedaca
Owczesnie w fazie prototypowej weglikowo-krzemowa diode Schottky'ego. Przedstawione
wyniki pomiar6w wykonanych przez kandydata obrazuja kluczowa przewage diody SiC przy
przetaczaniu w parze ze standardowym tranzystorem Si IGBT. Dioda ztaczowa



charakteryzuje si¢ brakiem typowego dla diody PiN tadunku przejsciowego, co znaczaco
redukuje straty w trakcie wyltaczania diody i zalaczania tranzystora IGBT. Wnioski z pracy
[1] zgodne z dwczesnym stanem wiedzy i literatury tematu zostaly w pelni potwierdzone
przez powszechne obecnie stosowanie diod Schottky'ego SiC w wielu aplikacjach i ich roczna
sprzedaz liczona obecnie w dziesiatkach mln USD.

Po etapie prac dotyczacym zastosowania diod Schottky'ego z weglika krzemu wraz z
krzemowymi tranzystorami IGBT i MOSFET (w ramach projektu zamawianego MNiSW)
kandydat poszerzyl zakres swoich zainteresowan takze o tranzystory SiC. Pierwszym
dostepnym, i przez dhugi okres jedynym, elementem tego typu byt tranzystor ztaczowy typu
VIFET, omowiony przez autora w pracy [2]. W pionierskiej dla literatury krajowej publikacji
autor przedstawil budowe elementu oraz wyniki przeprowadzonej samodzielnie jego
charakteryzacji (tranzystory bedace Owcze$nie elementami probnymi nie posiadaty
dokumentacji). Przedstawiono pomiary rezystancji przewodzenia, przebiegi wartosci
chwilowych pradéw i napie¢ uzyskane w trakcie proceséw laczeniowych, a takze préb
zwarciowych elementu. Ponadto w publikacji [2] pokazano rozwiazanie sterownika
bramkowego z zabezpieczeniem nadpradowym oraz model uktadu dc/dc obnizajacego
napigcie z wykorzystaniem omawianego tranzystora SiC JFET pracujacy z czestotliwoscia
przetaczen réwna 100 kHz.

Pozytywne wnioski wynikajace z badan tranzystora SiC JFET omawianego w [2]
sktonity autora do ztozenia wniosku o projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, ktory zostat zaopiniowany pozytywnie. Istotg realizowanego projektu (2008-2010)
byla ocena przydatnosci elementow JFET, ktore na etapie skladania wniosku byly nadal
jedynymi dostepnymi elementami aktywnymi SiC, w typowych topologiach ukladéow
energoelektronicznych: falownikach napigcia, pradu i z obwodem typu Z. Problem
charakterystyki inwersyjnej (w literaturze anglojezycznej okreslanej ,,normally-ON™), czyli
przewodzenie elementu przy braku polaryzacji bramki, rozwiazano w znacznej mierze dzieki
zastosowaniu topologii falownika pradu, dla ktdrej stany zwarcia sa naturalnym stanem pracy.
Opracowany model uktadu o mocy 2 kVA i parametrach ukladu sieciowego (3x400 VRMS
AC/ 400 V DC) zostal opisany w pracy [3] jako pionierskie rozwiazanie w skali krajowej, i
jeden z pierwszych w $wiecie ukladéw typu ,,all-SiC” (czyli zbudowanych wytacznie z
weglikowo-krzemowych elementéw potprzewodnikowych mocy). Warto podkresli¢, ze dzieki
parametrom tranzystorow SiC JFET .twardo” przelaczajacy falownik trojfazowy pracowat
przy czestotliwosci réwnej 100 kHz. Przyniosto to radykalne zmniejszenie elementéw
biernych, w szczegélnosci dlawikéw, w stosunku do klasycznych uktadéw z elementami
krzemowymi, ktére pracuja zwykle w zakresie czestotliwosei 5-10 kHz. Przy tym uzyskano
relatywnie wysoka sprawno$¢ energetyczna rzedu 96,5%. Jednak najistotniejszym efektem
projektu byla demonstracja mozliwosci przeksztaltnika energoelektronicznego z elementami
wykonanymi w nowej technologii. Warto przypomnieé, ze zakres czestotliwosci powyzej
kilkudziesigciu kHz osiagalny byt wylacznie dla ukladéw przetwornic napiecia stalego z
..migkkim” przelaczaniem.

Kolejna pozycja z omawianego cyklu [4], ktéora dotyczy roéznych aspektow
zastosowania tranzystorow SiC JFET w ukladzie wielopoziomowego przeksztattnika

7



wielomodutowego (ang. multilevel modular converter - M2C), powstata przy wspdlpracy
kandydata z zespotem badawczym z KTH Royal Institute of Technology oraz Acreo AB w
Sztokholmie. Pojawienie si¢ tranzystorow JFET w klasie napieciowej 1200 V zainspirowalo
dyskusj¢, a nastgpnie badania zorientowane na tego typu elementy o wyzszej klasie
napigciowe]j przeznaczone do pracy w uktadach wielkich mocy. W pracy [4] przedstawiono z
Jednej strony aplikacje submodutu z tranzystorami SIC JFET w skalowanym modelu
przeksztattnika, a z drugiej strony szereg obliczefi, opartych na symulacjach elementéw
potprzewodnikowych w pakiecie MEDICI, dotyczacych uktadu HVDC o mocy 300 MVA.
Spodziewana sprawnos¢ uktadu tej mocy, przy zalozeniu, ze dla napiecia stalego 300 kV
bedzie zawieral w kazdym ramieniu 167 submoduléw z tranzystorami SiC JFET o
parametrach 3,3 kV/1,2 kA, to 99,8%. W poréwnaniu z ukladem wykonanym z
wykorzystaniem krzemowych tranzystoréw IGBT zysk na sprawnosci moze siegnaé 0,3%, co
oznacza redukcje strat mocy o 60%, czyli 900 kW. Praca ta wyraznie pokazala, ze warto
rozwija¢ technologie SiC w celu uzyskania tranzystoréw o wyzszych napieciach blokowania
do zastosowania w ukladach wielopoziomowych duzej mocy. Ponadto przedstawiono
mozliwos¢ pracy uktadu bez diod zwrotnych przy wykorzystaniu wstecznego przewodzenia
pradu przez tranzystory SiC JFET. Nalezy dodaé, ze publikacja [4] zyskata w krotkim czasie
sporg liczbg cytowan i jest jedna z kluczowych prac w zakresie przeksztaltnikéw wielkich
mocy z elementami SiC, ktéry jest jednym z najbardziej naturalnych obszaréw zastosowan
elementéw potprzewodnikowych z weglika krzemu (w literaturze mozna znalezé przyktady
tranzystorow SiC IGBT z napigciami blokowania powyzej 15 kV).

Rozwdj technologii produkcji podioz, ale i samych elementéw SiC wraz z coraz
wigksza liczbg publikacji i wydarzen naukowych (np. ECPE SiC User Forum, w ktérym autor
regularnie bierze udziat od 2006, w roku biezacym przedstawiajac referat) stworzyty dodatnie
sprzgzenie zwrotne miedzy ,,wytworcami” a ,,uzytkownikami” (w obu przypadkach zaréwno
ze $wiata nauki, jak i przemystu). W efekcie na rynku komercyjnym, obok tranzystora SiC
JFET, zaczely si¢ od roku 2008 pojawiaé kolejne typy przyrzadéw: JFET o charakterystyce
.normally-OFF”, tranzystor bipolarny i wreszcie, dtugo wyczekiwany, SiC MOSFET. Kazdy
z tych elementdw wymaga specjalnego podejscia do zagadnienia sterowania bramka (lub
baza), co byto przedmiotem badan kandydata we wspétpracy tak z zespotem krajowym, jak i
migdzynarodowym (KTH Sztokholm). Zebrane do$wiadczenia zostaty przedstawione w
formie publikacji o charakterze poréwnawczym dla czytelnika krajowego [5]. Artykut
omawia podstawowe cechy wszystkich Owczesnie (2011) dostepnych elementéw, z
wyjatkiem najblizszego popularnym elementom krzemowym tranzystora SiC MOSFET.
Szczegllnie analizowane sa wiasciwosci dynamiczne, co zostalo zilustrowane wiasnymi
wynikami eksperymentalnymi przy zastosowaniu réznych typéw sterownikéw bramkowych.

Przedmiotem kolejnej publikacji cyklu [6] jest oryginalny sterownik pradu bazy dla
tranzystora bipolarnego SiC. W trakcie badan nad tym elementem prowadzonych podczas
kilkumiesigcznego stazu kandydata w KTH Sztokholm okazato sie, ze element ten wykonany
z SiC znaczaco r6zni sig, in plus, od dobrze znanego od lat 80. krzemowego BJT. Jednak
pomimo znacznie wyzszego wspolczynnika wzmocnienia pradowego B rzedu 50, nadal
wymaga dostarczania pradu bazy w trakcie przewodzenia, co przektada sie na wymagana moc



sterownika istotnie wyzsza niz w przypadku krzemowych tranzystoréw MOSFET czy IGBT.
Dlatego w pracy [6] zaproponowano sterownik z dwoma zrédtami, ktéry pozwala na znaczaca
redukcje tej mocy poprzez rozdzielenie dwoch podstawowych funkcji: zapewnienia duzej
szybkosci przelaczania 1 dostarczenia pradu bazy w czasie przewodzenia BIJT.
Zaproponowany sterownik zostal wykorzystany w ukfadzie przeksztaltnika dc/dc
podwyzszajacego napigcie o mocy 2 kW, pracujacego przy czestotliwosci przetaczen 100 kHz
wykazujac pobdr mocy przez sterownik tylko okoto 1,6 W. W pracy tej pokazano, ze przy
zastosowaniu odpowiedniego sterownika pradu bazy problem znaczacego poboru mocy
sterowania tranzystoréw bipolarnych SiC moze by¢ istotnie ograniczony bez utraty szybkosci
przetaczen. Ponadto kandydat nawiazal wspdlprace z producentami tranzystoréw bipolarnych
(Transic/Fairchild, w ostatnim okresie takze Genesic), a obwdd sterownika znalazt sie wérdd
rozwigzan rekomendowanych dla SiC BJT w nocie aplikacyjnej, co $wiadczy o jego wysokiej
wartosci praktyczne;.

Praca [7] to publikacja przygotowana dla IEEE Industrial Electronics Magazine, ktéra
nakresla obraz technologii tranzystoréw z weglika krzemu (w potowie roku 2011, publikacja
2012) oraz podejmuje probg oceny wplywu ich zastosowania na poszczegdlne obszary
energoelektroniki. Artykut przedstawia przeglad dostepnych struktur tranzystorowych wraz z
Owczesnie oferowanymi parametrami, tematyki sterownikéw bramkowych oraz okreéla
glowne mozliwosci poprawy parametrow ukladow energoelektronicznych zwiazane z
dostepng wyzsza czestotliwoscia, sprawnoscig energetyczna, a takze temperatura pracy.
Podstawa przedstawionych rozwazan sa przede wszystkim wyniki prac wtasnych kandydata,
ale takze poréwnania do szeregu istotnych osiagnie¢ innych zespoléw badawczych,
uzyskanych z wykorzystaniem coraz to lepszych elementéw SiC. Warto dodaé, ze pomimo
sporej liczby prac zaréwno z zakresu samych weglikowo-krzemowych przyrzadow
polprzewodnikowych mocy, jak i ich konkretnych zastosowan, artykuty przedstawiajace
bardziej ogdlny obraz zagadnienia stanowia wciaz rzadkosé.

Mimo pojawienia si¢ szeregu réznych typow tranzystorow SiC, struktura tranzystora
JFET o charakterystyce inwersyjnej wciaz pozostaje najprostsza, a wigc potencjalnie
najtansza w wytwarzaniu, a jednoczesnie wykazujaca najlepsze parametry (niska rezystancja
przewodzenia, jak i pojemnos$ci pasozytnicze). Kluczowa wada tego elementu pozostaje
charakterystyka inwersyjna, ktora stoi na przeszkodzie jego zastosowania w przeksztaltnikach
energoelektronicznych z obwodem napigciowym pradu statego. Praca [8] przedstawia
propozycj¢ rozwiazania tego problemu dla najpopularniejszej topologii falownika napiecia.
Warto doda¢, ze rozwiazanie to powstalo w trakcie stazu naukowego kandydata w KTH
Sztokholm w wyniku zapotrzebowania ztozonego przez jednego z partneréw przemystowych.
Kluczowym elementem koncepcji jest dodatkowa przetwornica de/dc o duzej przektadni
napigciowej, ktéra zasila sterownik bramkowy tranzystora JFET napieciem ujemnym np. w
trakcie startu uktadu. W ten sposob mozliwe jest wylaczenie elementu, a wigc przerwanie
obwodu zwarcia, zanim zacznie poprawnie dzialaé¢ przetwornica zasilajaca sterownik w stanie
ustalonym. Oryginalny ukfad sterownika zostal poddany testom tak dla pojedynczego
tranzystora JFET, jak i w ukladzie galezi falownika: w warunkach testu zwarcie bylto
bezawaryjnie usuwane w ciagu 20 ps. Praca [8] dowiodta, ze przy uzyciu odpowiedniego



sterownika bramkowego mozliwe jest rozwiazanie problemy charakterystyki inwersyjnej
tranzystorow SiC JFET pracujacych w falownikach napiecia.

Jedno z wazniejszych osiagnie¢ kandydata ukazuje praca [9], bedaca istotnym
rozszerzeniem referatu konferencyjnego prezentowanego w roku 2012 w ramach Applied
Power Electronics Conference (APEC). Przedstawia ona koncepcje, realizacje oraz badania
eksperymentalne uktadu falownika napedowego o mocy 40 kVA i sprawnosci energetyczne;j
powyzej 99,5%, zbudowanego z uzyciem réwnolegle potaczonych tranzystoréw SiC JFET.
Wobec powszechnego 6wczesnie trendu budowania uktadéow z elementami SiC na wysoka
czgstotliwos¢, uklad ten mial za zadanie wskaza¢ takze inny kierunek poprawy ich
wiasciwosci uzytkowych, a mianowicie wysoka sprawno$¢. Jest to istotne w zastosowaniach,
w ktorych podnoszenie czgstotliwo$ci przetaczen nie przekiada sie znaczaco na zwiekszenie
gestosci mocy ukladu, natomiast zmniejszanie strat i rozmiaréw systemu chlodzenia
przeksztattnika - jak najbardziej. Dzieki duzej dynamice przelaczen i réwnoczesnym
potaczeniu réwnoleglym 10 tranzystorow SiC JFET uzyskano bardzo niski poziom strat
mocy. W efekcie uktad o mocy 40kVA, zaprojektowany i zbudowany przez kandydata w
trakcie stazu naukowego w KTH Sztokholm, nie wymagal chtodzenia wymuszonego. Aby
precyzyjnie okresli¢ poziom strat uktadu, kandydat zaproponowat takze oryginalna elektro-
termiczng metode pordwnawcza, bazujaca na termowizyjnej obserwacji temperatury
radiatora. Przy jej zastosowaniu okreslono straty mocy w obwodzie gléwnym falownika 40
kVA na poziomie 120 W, co nalezy uzna¢ za wynik rekordowy w skali $wiatowej dla
uktadéw o takich parametrach. Zaprezentowany w pracy falownik, z uwagi na swoje
niewielkie rozmiary i jednoczesnie wysoka sprawnos¢, jest uznawany za jedno z kluczowych
osiagnig¢ Laboratory of Electrical Energy Conversion i obok publikacji naukowych, byt takze
szeroko popularyzowany w innych wydawnictwach, stanowiac cze$é medialnej kampanii
prowadzacej do pozyskania funduszy na badania nad elementami SiC i ich zastosowaniami.
W jej efekcie powotano w roku 2012 SiC Power Center, ktére wraz z szeregiem partneréw
przemystowych finansuje badania w tym zakresie.

Ostatnia praca z jednotematycznego cyklu [10] zostata opublikowana w cenionym
krajowym periodyku Archives of Electrical Engineering i przedstawia szereg przyktadow
zastosowania dynamicznego zrédla pradu w opracowanych przez kandydata oryginalnych
sterownikach bramkowych tranzystoréw SiC. Pomysl zastosowania takiego rozwiazania,
znanego dla niskonapieciowych krzemowych tranzystorow MOSFET, zrodzit sie z checi
uproszczenia sterownika pradu bazy omawianego w pracy [6]. Okazalo sie, ze elementem
gromadzacym energie wykorzystywang do szybkiego przeladowania pojemnosci bramkowe;j
tranzystora SiC moze by¢ niewielki dtawik bezrdzeniowy (powietrzny), co eliminuje problem
wysokoczestotliwosciowych rezonanséw wystepujacy w obwodach z kondensatorami
(analizowanych w pracach [5] i [6]). Tego typu rozwiazanie zostalo z powodzeniem przez
autora zastosowane do sterowania tranzystora bipolarnego SiC, a takze dwoch typow
tranzystorow JFET [10]. Moze by¢ szczegdlnie polecane w takich aplikacjach, gdzie istotna
jest duza dynamika przetaczen. Podobnie jak uklad z pracy [6], sterownik pradu bazy
zaproponowany w pracy [10] znalazt si¢ w nocie aplikacyjnej producenta tranzystoréw SiC
BIJT (Fairchild) i jest obecnie w obszarze zainteresowan drugiego producenta (Genesic).
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Przedstawiony powyzej cykl publikacji, wraz z dziesigtkami innych prac, przedstawia
wkiad kandydata i zespolow, z ktérymi wspotpracowal, w rozwdj elektrotechniki, a w
weglika krzemu. Ambicja autora i zespoldw, w skladzie ktérych pracowal, byto
przedstawianie omawianej tematyki catosciowo: poczawszy od wiasciwosci samych
elementow potprzewodnikowych, a skoficzywszy na parametrach uktadéw, w ktérych sa
stosowane. Wymagato to wspélpracy z grupami badawczymi pracujacymi nad samymi
elementami (w kraju Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych, Instytut Technologii
Elektronowej, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, za
granica Acreo AB) i ich producentami, ale takze z producentami ukladéw
energoelektronicznych (w kraju MEDCOM, Huettinger Electronics, za granica Bombardier
Transportation, Alstom Power, Volvo Cars). Warto doda¢, ze publikacje powstawaty w
okresie kluczowym dla tej technologii elementéw mocy z weglika krzemu i po czeéci stanowa
takze zapis jej ewolucji od technologii obiecujacej, zdawatoby sie niszowej, do bedacej
obecnie, wraz z technologia przyrzadéw GaN, jedna z kluczowych dla najblizszej przysztosci
energoelektroniki.
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5. Omowienie pozostalych osiagnie¢ naukowo-badawczych

5.1. Autorstwo lub wspoélautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach
mig¢dzynarodowych lub krajowych innych niz przedstawione w punkcie 4

Monografie

J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.P. Nee, Power Electronics for Renewable Energy Systems,
Transportation and Industrial Applications, Chapter 4 (36 stron): Recent advances in power
semiconductor technology, John Willey and Sons, 2014

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu podrozdzialow (4.4 Gate and base
drvers for SiC devices) i 4.7 (Gallium Nitride transistors) oraz czesciowym opracowaniu
podrozdziatow 4.1 (Introduction), 4.3 (Overview of SiC tranmsistor design) 4.5 (Parallel-
connection of transistors), 4.6 (Overview of applications). Moj udzial procentowy szacuje na
50%

Czasopisma

Pozostate publikacje w czasopismach wraz z liczbg punktow wg listy MNiSW (od 2005)
Suma punktow MNiSzW: 470

Sumaryczny Impact Factor: 26,432

Publikacje w czasopismie 7 bazy JCR

1. J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, Parallel-operation of Discrete SiC BJTs in a
6kW/250kHz dc/dc Boost Converter, IEEE Transactions on Power Electronics, early
access (45 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu przeglgdu literatury,
wykonaniu projektu i budowie prototypu przeksztaltnika dc/de, przeprowadzeniu
wszechstronnych badan eksperymentalnych, przygotowaniu tekstu i rysunkéw. Mdj
udzial procentowy szacuje na 70%

2. M. Zdanowski, K. Kostov, J. Rgbkowski, R. Barlik, H.P. Nee, Design and Evaluation
of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC
Transistors, IEEE Transactions on Power Electronics, early access (45 pkt)

Mdj wktad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale w projektowaniu dlawikéw
oraz budowie modeli eksperymentalnych a nastepnie udziale w przeprowadzeniu
badan oraz dokonaniu poprawek tekstu manuskryptu. Moj udzial procentowy szacuje
na 15%.

J.-K. Lim, D. Peftitsis, J. Rabkowski, M. Bakowski, H.P. Nee, Analysis and
experimental verification of the influence of fabrication process tolerances and circuit
parasitics on transient current sharing of parallel-connected SiC JFETs, IEEE
Transactions on Power Electronics, early access (45 pkt)

|98}
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M0dj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wspotudziale przeprowadzeniu badan,
oraz dokonaniu poprawek tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 10%.

G. Tolstoy, D. Pettitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, P.R. Palmer, Discretized
Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, IEEE
Transactions on Power Electronics, early access (45 pkt)

Mdj wktad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji sterownika,
wspotludziale w projektowaniu prototypu a nastepnie w przeprowadzeniu, analizie
wynikéw eksperymentow oraz dokonaniu poprawek tekstu manuskryptu. Moj udzial
procentowy szacuje na 20%.

. J. Colmenares, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Dual-Function Gate Driver for
a Power Module with SiC Junction Field-Effect Transistors, IEEE Transactions on
Power Electronics, early access (45 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji sterownika
bramkowego, wspotudziale w przeprowadzeniu badar i analizie ich wynikéw oraz
dokonaniu poprawek tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 20%.

D. Peftitsis, R. Barbuske, J. Rabkowski, J. Lutz, H.P. Nee, Challenges Regarding
Parallel-Connection of SiC-JFETs, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28,
Iss. 3, 2013, pp. 1449-1463 (45 pkt)

Mdj wktad w powstanie tej pracy polegal na projektowaniu sterownikéw bramkowych
dla réwnoleglych tranzystorow SiC JFET a nastepnie w udziale przeprowadzeniu
badan oraz dokonaniu poprawek tekstu manuskryptu. Moj udzial procentowy szacuje
na 20%.

. M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Projekt, budowa i badania dtawika o
zredukowanej pojemnosci pasozytniczej uzwojen dla przeksztattnika typu DC/DC,
Przeglad Elektrotechniczny, Nr 12b/2012, s. 299-302 (15 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale w projektowaniu dlawikéw
oraz budowie modeli eksperymentalnych a nastepnie udziale w przeprowadzeniu
badan oraz dokonaniu poprawek tekstu manuskryptu. Moj udzial procentowy szacuje
na 30%.

. J. Rabkowski, M. Zdanowski, K. Tomczuk, H. Supronowicz, Badania
eksperymentalne tréjfazowego falownika quasi-Z, Przeglad Elektrotechniczny Nr
11/2011, s. 72-75 (15 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na projektowaniu i budowie prototypu
iréjfazowego falownika quasi-Z, przeprowadzeniu badarn i opracowaniu ich wynikéw,
przygotowaniu tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 70%.

. M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rgbkowski, Diody Schottky’ego SiC w

falownikach napigcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET — badania symulacyijne,
Przeglad Elektrotechniczny Nr 10/2011, s. 24-28 (15 pkt)
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Méj wklad w powstanie tej pracy polegal na analizie wynikéw symulacji oraz
dokonaniu poprawek tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 10%.

Publikacja otrzymata II nagrode w Konkursie im. prof. M. PoZaryskiego na
najlepsze artykuly opublikowane w czasopismach SEP w 2011 r

10. M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rgbkowski, Diody Schottky’ego SiC w
falownikach napigcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET — badania
eksperymentalne, Przeglad Elektrotechniczny Nr 10/2011, s. 18-22 (15 pkt)

Mdj wkiad w powstanie tej pracy polegal na analizie wynikéw eksperymentéw oraz
dokonaniu poprawek tekstu. Méj udzial procentowy szacuje na 10%.

11. M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Analiza poréwnawcza strat mocy w
trojfazowych falownikéw PWM z elementami aktywnymi z weglika krzemu, Przeglad
Elektrotechniczny Nr 10/2011, s. 101-105 (15 pkt)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na przeprowadzeniu testéw dwupulsowych
elementéw z weglika krzemu, analizie wynikéw obliczen oraz dokonaniu poprawek
tekstu. Mdj udzial procentowy szacuje na 30%.

12. J. Ragbkowski, M. Zdanowski, H. Supronowicz, Tréjfazowy falownik quasi-Z do
wspolpracy z bateria ogniw fotowoltaicznych - analiza symulacyjna i projekt, Przeglad
Elektrotechniczny Nr 1/2011 (15 pkt)

Moj wklad w  powstanie tej pracy polegal na przeprowadzeniu symulacji
komputerowych i wykonaniu projektu  trdjfazowego  falownika quasi-Z,
przygotowaniu tekstu i rysunkéw. Moj udzial procentowy szacuje na 80%.

13. T. Platek, J. Rabkowski, Modulator trzypoziomowego falownika typu FLC z
regulacja napigcia na kondensatorze o zmiennym potenqale Przeglad
Elektrotechniczny Nr 4/2010 (9 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu, oprogramowaniu na
procesorze DSP wymienionego w tytule modulatora, wspétudziale w przeprowadzeniu
badan, przygotowaniu czesci tekstu i rysunkéw. Moj udzial procentowy szacuje na
40%.

14. J. Matulka, R. Barlik, M. Nowak, J. Ragbkowski, Sieciowy przeksztattnik pradowy

PWM z aktywnym tlumieniem obwodu wejsciowego, Przeglad Elektrotechniczny Nr
4/2010, s. 258-265 (9 pkt)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na wspotudziale w projektowaniu i budowie
prototypu przeksztaltnika, analizie wynikow eksperymentéw oraz dokonaniu poprawek
tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 15%.

Publikacja w czasopismie 7 wykazu MNiSzW

1. J. Rgbkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Sterownik bramkowy dla tranzystoréw SiC
pracujacych w uktadzie mostka, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania,
Nr 12/2012, pp. 76-79 (6 pkt)
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Moj wklad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji, wykonaniu projektu
i budowie prototypu sterownika bramkowego, wykonaniu badan eksperymentalnych i
opracowaniu ich wynikéw, przygotowaniu tekstu i rysunkéw. Moj udzial procentowy
szacuje na 70%

R. Barlik, T. Platek, J. Rabkowski, Hybrydowe taczniki pétprzewodnikowe ztozone z
Si1IGBT i diod Schottky’ego, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr
9/2011, s. 202-206 (6 pkt)

Moj wklad w powstanie tej pracy polegal wspéludziale w wykonaniu badah
eksperymentalnych i opracowaniu ich wynikéw, dokonaniu poprawek tekstu i
rysunkoéw. Mdj udzial procentowy szacuje na 20%

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Analiza stanow awaryjnych w
trojfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET, Elektronika: konstrukcje,
technologie, zastosowania, Nr 2/2011, s. 110-114 (6 pkt)

Moj wklad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji i wykonaniu
projektu i budowie prototypu systemu zabezpieczen dla falownika prqdu, wykonaniu
badan eksperymentalnych i opracowaniu ich wynikéw, przygotowaniu tekstu i
rysunkow. Mdj udzial procentowy szacuje na 60%

T. Platek, T. Osypinski, J. Rabkowski, Energetyczny filtr aktywny o duzej stromosci
pradu kompensacji z trzypoziomowym falownikiem typu FLC, Wiadomosci
Elektrotechniczne, Nr 9/2010. s. 65-68 (6 pkt)

Moj wklad w powstanie tej pracy polegat na opracowaniu modulatora dla falownika
FLC, wspétudziale w wykonaniu badar, dokonaniu poprawek tekstu i rysunkéw. Moj
udzial procentowy szacuje na 20%

. J. Rabkowski, M. Morkowski, Analiza strat mocy w elementach

potprzewodnikowych falownika typu Z dla réznych metod PWM, Elektronika:
konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 2/2010 (9 pkt)

Méj wklad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu technik modulacji dla
Jalownika Z, wspéludziale w wykonaniu badar symulacyjnych, przygotowaniu czesci
tekstu i rysunkéw. M6j udzial procentowy szacuje na 60%

J. Rabkowski, M. Zdanowski, Tréjfazowy falownik pradu PWM z tranzystorami SiC
JFET, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 2/2010, 23-28 (9 pkt)

Moj  wkiad ~w  powstanie tej pracy polegal na opracowaniu  idei
wysokoczestotliwosciowego falownika SiC, wspéludziale w wykonaniu projektu i
budowy  prototypu, —przeprowadzeniu badar i opracowaniu ich wynikow,
przygotowaniu czesci tekstu i rysunkéw. Moj udzial procentowy szacuje na 60%.

J. Rabkowski, Energy storage interfaces with Z-source based inverters, Archives of
Electrical Engineering r. 2009, Vol. 58, Nr 3-4, s. 143-156 (4 pkt)

J. Rabkowski, Techniki modulacji szerokosci impulséw dla trojfazowego falownika
typu Z, Przeglad Elektrotechniczny Nr 3/2009, s. 48-51 (6 pkt)
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9.

10.

11.

12,

14.

M. Nowak, R. Barlik, J. Rabkowski, P. Grzejszczak, Badania wtasciwosci
trojfazowego przeksztattnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z weglika
krzemu. Przeglad Elektrotechniczny, Nr 12/2009, s. 199-203 (6 pkt)

Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na wspoétudziale przeprowadzeniu badar i
opracowaniu ich wynikow, wprowadzeniu poprawek do  tekstu. Moj udzial
procentowy szacuje na 15%.

M. Nowak, J. Rabkowski, R. Barlik, Przeksztaltniki energoelektroniczne z
elementami z weglika krzemu, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania,
Nr 6/2009, pp. 7-12 (6 pkt)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale przeprowadzeniu badar i
opracowaniu ich wynikéw, wprowadzeniu poprawek do  tekstu. Moj udzial
procentowy szacuje na 20%.

M. Nowak, R. Barlik, J. Rabkowski, Metodyka badan poréwnawczych krzemowych i
weglikowokrzemowych tacznikéw mocy, Elektronika: konstrukcje, technologie,
zastosowania, 2008, Vol. 7-8, str. 25-30 (6 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale opracowaniu koncepcji
prowadzonych badan elementow SiC, przeprowadzeniu badan i opracowaniu ich
wynikéw, wprowadzeniu poprawek do tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 15%.

M. Nowak, J. Rabkowski, R. Barlik, Charakteryzacja termoczutych parametrow
wybranych krzemowych i weglikowo-krzemowych przyrzadéw mocy, Przeglad
Elektrotechniczny, 2008, Vol. 7, pp. 12-16 (6 pkt)

Moj wkitad w powstanie tej pracy polegal na wspéludziale w przeprowadzeniu
charakteryzacji elementéw i ich badah, opracowaniu wynikéw, wprowadzeniu
poprawek do tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 25%.

. J. Ragbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Falownik typu Z wspotpracujacy z siecia

trojfazowa: wybrane zagadnienia doboru elementow, Przeglad Elektrotechniczny Nr
12/2007 (6 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na przeprowadzeniu symulacji
komputerowych i wykonaniu projektu tréjfazowego falownika Z, przygotowaniu tekstu
i rysunkéw. Moj udzial procentowy szacuje na 70%.

J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, DC side currents equalization of parallel
connected three-phase PWM buck rectifiers, Archives of Electrical Engineering No. 3-
4/2006, s. 289-299 (4 pkt)

Mdj wktad w powstanie tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji wyréwnywania

prqdow, przeprowadzeniu symulacji komputerowych i badan eksperymentalnych,
przygotowaniu tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 70%.
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15. J. Rgbkowski, R. Barlik, M. Nowak, Features of a single-phase Z-source inverter,

Przeglad Elektrotechniczny, Nr 2/2006, s. 89-95 (6 pkt)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na zaprojektowaniu i budowie modelu
Jednofazowego  falownika  Z,  przeprowadzeniu  badar  eksperymentalnych,
przygotowaniu tekstu i rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 70%.

Czasopisma inne

1.

L

J.-K. Lim, D. Peftitsis, J. Rabkowski, M. Bakowski, H.-P. Nee, Modeling of the
impact of parameter spread on the switching performance of parallel-connected SiC
VIJFETs, Materials Science Forum vol. 740-742, 1098-1102

Mdj wklad w powstanie tej pracy polegal na wspétudziale przeprowadzeniu badar,
oraz dokonaniu poprawek tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 10%.

. J. Rabkowski, D. Peftitsis, M. Bakowski, H.-P. Nee, Evaluation of the drive circuit

for a dual gate trench SiC JFET, Materials Science Forum vol. 740-742, 946-949

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegat opracowaniu koncepcji, wykonaniu projektu
i budowie prototypu sterownika bramkowego, wykonaniu badar eksperymentalnych i
opracowaniu ich wynikéw, przygotowaniu tekstu i rysunkéw. Mdj udzial procentowy
szacuje na 60%

A. Schoner, M. Bakowski, R.K. Malhan, Y. Takeuchi, N. Sugiyama, J. Rabkowski,
D. Peftitsis, P. Ranstad and H.-P. Nee, Fabrication of a SiC Double Gate Vertical
Channel JFET and It's Application in Power Electronics, Electrochemical Society
Transactions ECST 2013 volume 50, issue 3, pp. 45-52

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal na przeprowadzeniu testéw dynamicznych
tranzystora DGVJFET, przygotowaniu czesci tekstu i rysunkéw. Moj udzial
procentowy szacuje na 10%

G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H-P. Nee, Performance tests of a 4,1x4,1 mm?
SiC LCVIFET for a DC/DC boost converter application, Materials Science Forum
Vols. 679-680 (2011), pp. 722-725

Moj wktad w powstanie tej pracy polegat zaprojektowaniu sterownika bramkowego i
modelu przeksztaltnika dc/dc ,wspétudziale w badaniach laboratoryjnych,
wprowadzeniu poprawek tekstu i rysunkéw. Moj udzial procentowy szacuje na 20%

J.-K. Lim, G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, M. Bakowski, H.-P. Nee,
Comparison of total losses of 1.2 kV SiC JFET and BJT in DC-DC converter
including gate driver, Materials Science Forum Vols. 679-680 (2011) pp. 649-652

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal na wspéludziale przeprowadzeniu badar,
oraz dokonaniu poprawek tekstu. Moj udzial procentowy szacuje na 10%.

17



6. J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Fault protection system for
Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, Materials Science Forum, vols.
679-680 (2011), pp. 750-753

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji i wykonaniu
projektu i budowie prototypu systemu zabezpieczen dla falownika pradu, wykonaniu
badan eksperymentalnych i opracowaniu ich wynikow, przygotowaniu tekstu i
rysunkow. Moj udzial procentowy szacuje na 60%

5.2. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych wedlug listy Journal Citation
Report (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania

Wartos¢ liczona od roku 2005: 44,834

5.3. Liczba cytowan publikacji wedlug bazy Web of Science, Scopus i Google Scholar
Web of Science: 41

Scopus: 113

Google Scholar: 217

5.4. Index Hirscha opublikowanych publikacji wedlug bazy Web of Science, Scopus i
Google Scholar

Web of Science: 3

Scopus: 6

Google Scholar: 8

Suma punktéw MNiSzW za wszystkie publikacje od roku 2005: 705

5.5. Kierowanie migdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial
w takich projektach

Projekty krajowe

1. Projekt badawczy MNiSzW Nr N510 005 31/0318, Beztransformatorowe jedno- i
dwukierunkowe przeksztattniki energoelektroniczne z falownikiem typu ..Z2” w
uktadach elektroenergetyki rozproszonej, Instytut Sterowania i Elektroniki
Przemystowej Politechniki Warszawskiej, 2006-2008, gtéwny wykonawca

2. Projekt badawczy zamawiany MNiSzW Nr PBZ-MEiN-6/2/T02/200, umowa Instytutu
Sterowania 1 Elektroniki Przemystowej Politechniki Warszawskiej z Instytutem
Technologii Materiatéw Elektronicznych Nr 16/ES/G 007/T02/2007, Budowa i
badania prototypowego podukladu energoelektronicznego z przyrzadami z weglika
krzemu, 2007-2010, gléwny wykonawca

3. Projekt badawczy MNiSzW Nr N510 382 635, Badania i budowa przeksztattnikow
energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi tacznikami z weglika krzemu na
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bazie tranzystoréw SiC JFET, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowej
Politechniki Warszawskiej 2008-2010, kierownik

Projekt celowy 04232/C.ZR8-6/208, Opracowanie i wdrozenie 3-poziomowego
energetycznego filtra aktywnego o duzej dynamice pradu kompensacji, Instytut
Sterowania i Elektroniki Przemystowej Politechniki Warszawskiej i MEDCOM sp. z
0.0., 2008-2009, wykonawca

Projekt badawczy whasny MNiSzW, System potaczeni ogniw PV z siecia zasilajaca z
zastosowaniem nowych falownikow typu qZ, Instytut Sterowania i Elektroniki
Przemystowej Politechniki Warszawskiej i Instytut Elektrotechniki, 2008-2010),
gtowny wykonawca

Projekt badawczy wiasny MNiSW, Opracowanie i optymalizacja dwukierunkowego
modufowego przeksztattnika sprzegajacego obwody napiecia stalego o duzej
przektadni napigciowej, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowej Politechniki
Warszawskiej, 2010-2013, wykonawca

Projekt badawczy NCN, Badania i rozwdj procedur optymalizacii wielokryterialnej
nowoczesnych przeksztattnikow AC-DC w szczegolnosci dla systemow energetyki
odnawialnej/rozproszonej, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowej Politechniki
Warszawskiej, 2013-2015, gléwny wykonawca

Projekt ~ Fundacji Nauki  Polskiej =~ VENTURES, Kompleksowy  system
energoelektroniczny z elementami z weglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do
odnawialnych Zrédet energii i poprawy jej jakosci, Instytut Sterowania i Elektroniki
Przemystowej Politechniki Warszawskiej, 2013-2015, wykonawca

Projekt Narodowego Centrum Badan i Rozwoja INNOTECH w $ciezce programowe]
HI-TECH, INNOTECH-K2/HI2/9/1828854/NCBR/13, Opracowanie funkcjonalnych
modulow do przeksztattnikow z zastosowaniem energoelektronicznych elementéw
SiC, MEDCOM Sp. z o. o. i Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowe;j
Politechniki Warszawskiej, 2013-14, kierownik ze strony ISEP PW

Projekty miedzynarodowe

1.

Projekt badawczy (Vinnova, Szwecja), Hog Temperatur Elektroniska system helt i
kiselkarbid (SiC) for elektriska fordon / High Temperature Electronic systems entirely
built in silicon carbide (SiC) for electric vehicles , Acreo AB/ KTH Royal Institute of
Technology, Linkoping Technical University, 2008-2011, wykonawca (analiza i
projektowanie rozlozenia elementow falownika pracujacego przy podwyzszonej
temperaturze otoczenia, testy elementéw potprzewodnikowych mocy SiC)

Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (wspolpfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Undersokning av olika kiselkarbidkomponenttyper i tvd olika
stromriktare for tdg / Investigation of different SiC component types in two different
converters for trains, KTH Royal Institute of Technology/Bombardier Transportation
Sweden AB, 2011-2013, wykonawca (projekt, budowa i badania falownika
tréjfazowego 40 kVA o bardzo wysokiej sprawnosci, badanie modutéw mocy z
tranzystorami SiC JFET, projekt falownika tréjfazowego o mocy 120 kVA)
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3. Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (wspotpfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Overdrive, 2012-01291, KTH Royal Institute of Technology/
Volvo Cars AB, 2012-2013, wykonawca (badanie moduléw mocy z tranzystorami SiC
MOSFET, projekt falownika o mocy powyzej 300 kVA)

4. Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (Vinnova wspotpfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Energieffektiv industriell karftomvandlare med kiselkarbid/
Energy efficient industrial power converter with SiC, 2012-03701, KTH Royal
Institute of Technology/Alstom Power Sweden AB, 2012-2014, wykonawca
(opracownie sterownikéw bramkowych oraz badanie tranzystoréw SiC MOSFET i
SiC BIT)

5.6. Miedzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalno$¢ naukowa

o Nagroda PSE Operator na targach ENERGETAB 2010 ,,Nagjlepszy produkt w
dziedzinie jakosci energii elektrycznej” za energetyczny filtr aktywny (2010)
o Nagroda zespotlowa II stopnia Rektora PW: 2002, 2008, 2010

o Konkurs im. Prof. Mieczystawa Pozaryskiego na najlepszy artykul opublikowany w
czasopismach SEP w 2006 wyrdznienie, nagroda II stopnia w 2012
° Laureat konkursu na stypendium wyjazdowe Centrum Studiow Zaawansowanych

Politechniki Warszawskiej (2010)

5.7. Wygloszenie referatéw na migdzynarodowych lub krajowych konferencjach
tematycznych

Tutoriale

e SiC Converters and Gate Drives, International SiC Power Applications Workshop
ISiCPEAW 2013, 10-11 June 2013, Sztokholm, Szwecja

e Silicon Carbide Power Electronics, European Conference on Power Electronics and
Applications EPE 2013, 3-5 September, Lille, Francja

Referaty konferencyjne miedzynarodowe

Konferencje migdzynarodowe (33, 18 prezentowanych, w 15 pierwszy autor)

1. D. Sadik, D. Pettitsis, J. Colmenares, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Experimental
investigations of static and transient current sharing of parallel connected Silicon
Carbide MOSFETs, European Power Electronics Conference 2013, ECCE Europe
2013, 3-5 Sept. 2013

2. J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Concept of the Bridge Leg with Mixed

Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs, 8th International Conference —

Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2013, 5-7 June, 2013,

Ljubljana, Stowenia, pp. 286-291

J. Rabkowski, 6kW DC/DC converter with paralelled SiC BJTs, ECPE SiC & GaN

User Forum, 2-3 May 2013, Munich, Germany (prezentacja)

%)
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10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

J. Colmenares, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Dual-Function Gate Driver for
a Power Module With SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy Conversion
Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013

D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Design Considerations for a Self-Powered
Gate Driver for Normally-ON SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy
Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013
G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, P.R. Palmer, Discretized
Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, Energy
Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia 2013, 3-6 June 2013
K. Kostov, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Conducted EMI from SiC BJT Boost
Converter and its Dependence on the Output Voltage, Current, and Heatsink
Connection, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia
2013, 3-6 June 2013

J. Rabkowski, D. Peftitsis, M. Zdanowski, H.-P. Nee, A 6kW, 200 kHz Boost
Converter with Parallel-Connected SiC Bipolar Transistors, IEEE Applied Power
Electronics Conference and Exposition (APEC), 2013, pp. 1991-1998

J. Rabkowski, D. Peftitsis, M. Bakowski, H.-P. Nee, Switching performance
evaluation of a 15mm2 double gate trench SiC JFET, European Conference on
Silicon Carbide and Related Materials 2012, St. Petersburg (sesja posterowa)

M. Zdanowski, J. Rabkowski, K. Kostov, R. Barlik, H.-P. Nee, Design and
Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc
Converters, Proc. Of EPE-PEMC 2012 ECCE Europe Conference and Exposition,
Novi Sad, 2012

J. Rabkowski, M. Zdanowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, A Simple High-Performance
Low-Loss Current-Source Driver for SiC Bipolar Transistors, 7th International
Power Electronics and Motion Control Conference - ECCE Asia June 2-5,2012,
Harbin, China (prezentacja)

M. Zdanowski, J. Rabkowski, K. Kostov, H.-P. Nee, The Role of the Parasitic
Capacitance of the Inductor in Boost Converters with Normally-On SiC JFETs, 7th
International Power Electronics and Motion Control Conference - ECCE Asia June
2-5,2012, Harbin, China (sesja posterowa)

D. Peftitsis, J.-K. Lim, J. Rabkowski, G. Tolstoy, H.-P. Nee, Experimental
Comparison of Different Gate-Driver Configurations for Parallel-Connection of
Normally-on SiC JFETs, 7th International Power Electronics and Motion Control
Conference - ECCE Asia June 2-5, 2012, Harbin, China

J. Rabkowski, D. Peftitsis, H.-P. Nee, Design steps towards a 40-kVA SiC inverter
with an efficiency exceeding 99.5%, Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power
Electronics Conference and Exposition (APEC), 2012, pp. 1536-1543 (sesja
posterowa)

D. Pettitsis, J. Rabkowski, G. Tolstoy, H.-P. Nee, Experimental comparison of
dc/de boost converters with SiC JFETs and SiC bipolar transistors, European
Conference on Power Electronics and Applications EPE’2011 (prezentacja)

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Silicon carbide inverter with two series Z-
networks, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, 2011, pp-
372-377 (sesja posterowa)

D. Peftitsis, R. Baburske, J. Rabkowski, J. Lutz, G. Tolstoy, H.-P. Nee, Challenges
Regarding Parallel-Connection of SiC JFETs, Proceedings of International
Conference on Power Electronics 2011-ECCE Asia 2011, pp. 1095-1101
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

32.

D. Peftitsis, G. Tolstoy, A. Antonopoulos, J. Rabkowski, J.-K. Lim, M. Bakowski,
L. Angquist, H.-P. Nee, High-Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETs,
Proceedings IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 2010

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Fault protection system for
Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, European Conference on
Silicon Carbide and Related Materials ECSCRM 2010, Oslo 2010 (sesja posterowa)
G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, H.-P. Nee, Performance tests of a 4,1x4,1
mm?® SiC LCVJFET for a DC/DC boost converter application, European Conference
on Silicon Carbide and Related Materials ECSCRM 2010, Oslo 2010 (sesja
posterowa)

J.-K. Lim, G. Tolstoy, D. Peftitsis, J. Rabkowski, M. Bakowski, H.-P. Nee,
Comparison of total losses of 1.2 kV SiC JFET and BJT in DC-DC converter
including gate driver, European Conference on Silicon Carbide and Related
Materials 2010, Oslo 2010 (sesja posterowa)

J. Rabkowski, Improvement of Z-source inverter properties using advanced PWM
methods, Proceedings of European Conference on Power Electronics and
Applications, EPE 2009, Barcelona, Spain 2009 (sesja posterowa)

J. Rabkowski, R. Barlik, Thee-phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes,
Proceedings of Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2009
Conference, £6dz 2009, pp. 181-184 (prezentacja)

M. Nowak, R. Barlik, J. Rabkowski, P. Grzejszczak, Assessment of power silicon
carbide Schottky diode as a new component in PWM medium power converters,
Proc. of Microtechnology and Thermal Problems in Electronics Microtherm 2009.
M. Nowak, J. Rabkowski, R. Barlik, Measurement of temperature sensitive
parameter characteristics of semiconductor silicon and silicon - carbide power
devices, 13th Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008,
1-3 Sept. 2008, p. 84-88 (sesja posterowa)

J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, Pulse width modulation methods for
bidirectional/high-performance Z-source inverter, Power Electronics Specialists
Conference, PESC 2008 15-19 June 2008, p. 2750-2756 (prezentacija)

J. Rabkowski, The bidirectional Z-source inverter for energy storage applications,
Proceedings of European Conference on Power Electronics and Applications, EPE
2007, Aalborg 2007 (sesja posterowa)

J. Rabkowski, The bidirectional Z-source inverter as an energy storage/grid
interface, Proceedings of International Conference “Computer as a Tool”,
EUROCON 2007, Warsaw 2007 (prezentacja)

R. Barlik, J. Rgbkowski, M. Nowak, Investigations of Transistor IGBT and Silicon
Carbide Schottky Diode Switch, International Conference Microtechnology and
Thermal problems In Electronics MicroTherm’2007, £6dz 2007, s. 233-237
(prezentacja)

A. Konczakowska, A. Szewczyk, R. Barlik, M. Nowak, J. Rgbkowski, Silicon
Carbide Application Issues, International Conference Microtechnology and Thermal
Problems In Electronics MicroTherm’2007, £6dz 2007, s. 229-233

J. Rgbkowski, Grid-connected Z-source inverter with resonant controller, Proc. of
Nordic Workshop of Power and Industrial Electronics, 12-14 June, Lund, Sweden
2006 (prezentacja)

J. Rabkowski, M. Nowak, R. Barlik, Features of a single-phase Z-source inverter,
Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw 2005 (sesja posterowa)
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21
I

M. Nowak, J. Hildebrandt, J. Rabkowski, R. Barlik, Digitally controlled interface
between supercapacitor energy storage and DC link, Procedings of PELINCEC 2005
Conf., Warsaw 2005

Konferencje krajowe (34, 14 prezentowanych, 15 pierwszy autor)

1.

10.

11.

12.

M. Zdanowski, J. Ragbkowski, R. Barlik, Tranzystory z weglika krzemu (SiC) jako
taczniki w gateziach falownika napigcia o wysokiej sprawnosci energetycznej, XII
Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartéwko Wschodnie, 10-13.06.2013, s. 256-261
M. Zdanowski, J. Rgbkowski, R. Barlik, Analiza symulacyjna wielogateziowego
wysokoczestotliwosciowego przeksztattnika DC/DC z tacznikami z weglika krzemu,
Konferencja Naukowa Postepy w Elektrotechnice Stosowanej PES - 8, 24-28 czerwca
2013, Koscielisko

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Nowy sterownik bramkowy dla
tranzystorow SiC pracujacych w ukladzie mostka, Modelowanie, Symulacja i
Zastosowanie w Technice 2012 (MSiZwT), Koscielisko, s. 19-22 (prezentacja)

M. Zdanowski, J. Ragbkowski, R. Barlik, Dtawik o zredukowanej pojemnosci
pasozytniczej uzwojen w uktadzie przeksztattnika DC/DC podwyzszajacego napiecie,
Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice 2012 (MSiZwT), Koscielisko, s.
15-18

J. Rabkowski, Poprawa sprawnosci przeksztattnikéw energoelektronicznych dzieki
zastosowaniu elementéw z weglika krzemu, Materiaty Seminarium Energoelektronika
w Odnawialnych Zrédtach Energii i Napedach 2012, Nidzica (prezentacja)

. J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, Sterowniki bramkowe dla tranzystorow z

weglika krzemu (SiC) — przeglad rozwiazan, X Konferencja Sterowanie w
Energoelektronice i Napedzie Elektrycznym, SENE'2011, s. 68-73 (prezentacja)

J. Rabkowski, M. Zdanowski, K. Tomczuk, H. Supronowicz, Tréjfazowy falownik
quasi-Z do wspdtpracy z bateria ogniw fotowoltaicznych - badania modelu
eksperymentalnego, Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice MSiZwT
2011, Koscielisko, s. 53-56 (prezentacja)

M. Zdanowski, J. Rabkowski, R. Barlik, Straty mocy w réznych typach tréjfazowych
falownikéw PWM wykonanych z przyrzadéw krzemowych i weglika krzemu, X
Krajowa Konferencja Elektroniki — KKE’2011, s. 696-702

R. Barlik, M. Nowak, J. Rabkowski, P. Grzejszczak, Budowa i badania
prototypowego poduktadu energoelektronicznego z przyrzadami z weglika krzemu. IX
Krajowa Konferencja Elektroniki — KKE’2010 (materialy specjalnej sesji PBZ MEiN
6/2/2006), Dartéwko Wschodnie 30.05-02.06.2010, s. 326-339

J. Rabkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak, Symulacyjna analiza stanoéw
awaryjnych falownikéw z tranzystorami SiC JFET, VI Ogélnopolska Konferencja
Naukowa "Modelowanie i Symulacja" MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Koscielisko, s.
101-104 (prezentacja)

M. Zdanowski, J. Rgbkowski, R. Barlik, Badania symulacyjne baterii ogniw
fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w srodowisku
symulatora "SABER", VI Ogélnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie i
Symulacja" MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Koscielisko, s. 109-112

J. Rabkowski, M. Zdanowski, H. Supronowicz, Analiza symulacyjna tréjfazowego
falownika typu quasi-Z do wspétpracy z baterig ogniw fotowoltaicznych, VI
Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie i Symulacja" MiS-6, 21-25
czerwcea 2010, Koscielisko, s. 105-108 (prezentacja)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

M. Sochacki, R. Barlik, M. Nowak, P. Grzejszczak, J. Rgbkowski, J. Szmidt, High -
frequency, high - power and high - temperature silicon carbide electronics - benefits
for power converters, International Conference on Power Electronics for Plasma
Engineering, Huettinger ELEKTRONIK, Warszawa, 2010, pp. 2.1-2.12

M. Nowak, R. Barlik, J. Rabkowski, P. Grzejszczak, Badania wlasciwosci
trojfazowego przeksztattnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z weglika
krzemu. VII Ogélnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Postepy w
Elektrotechnice Stosowanej — PES-77, Koscielisko, 22-26.06.20009, s. 77-80.

J. Rabkowski, R. Barlik, Falownik pradu z elementami z weglika krzemu, Materialy
IX Krajowej Konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napedzie Elektrycznym
SENE 2009 (prezentacja)

M. Morkowski, J. Ragbkowski, Warunki pracy facznikow falownika typu Z dla
r6znych metod modulacji PWM, Materiaty VII Ogélnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej PES-7, Koscielisko, 2009, s. 65-68

M. Zdanowski, J. Rabkowski, Falownik pradu PWM z tranzystorami SiC JFET,
Materiaty VII Ogolnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PES-7, Koscielisko,
2009, s. 69-72

M. Andrzejewski, J. Ragbkowski, Modulator dla falownika pradu o podwyzszonej
czestotliwosci — implementacja w procesorze TMS320F2812, Materialy VII
Ogolnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PES-7, Koscielisko, 2009, s. 73-76
R. Barlik, M. Nowak, J. Rgbkowski, P. Grzejszczak, Ocena wlasciwosci
trojfazowego przeksztattnika PWM z diodami zwrotnymi z weglika krzemu, VIII
Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Dartéwko Wschodnie, pp.
244-245

M. Nowak, R. Barlik, J. Ragbkowski, P. Grzejszczak, Pomiary energetyczne i
termiczne tréjfazowego przeksztattnika PWM o diodach zwrotnych z weglika krzemu,
VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Dartéwko
Wschodnie, pp. 206-216

R. Barlik, J. Rgbkowski, M. Nowak, Zastosowanie przyrzadéw z weglika krzemu w
uktadach energoelektronicznych, XII Miedzynarodowa Konferencja "Nowoczesne
urzadzenia zasilajace w energetyce", 2009, pp. 8.1-8.9, Politechnika Warszawska,
APS-ENERGIA, Elektrownia KOZIENICE

J. Rabkowski, M. Nowak, Badania dwukierunkowych tacznikow
energoelektronicznych z diodami Si i Sic w réznych temperaturach pracy, VII
Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Dartéwko Wschodnie, pp.
282-288 (sesja posterowa)

- R. Barlik, M. Nowak, J. Rgbkowski, Symulacyjne studium projektowe trojfazowego

przeksztattnika PWM z zastosowaniem lacznikow z weglika krzemu, VII Krajowa
Konferencja Elektroniki KKE’08, April 2-4, 2008, Dartéwko Wschodnie, pp. 250-263
J. Rabkowski, R. Barlik, Przeksztattnik sieciowy typu Z do wspélpracy z magazynem
energii, XI Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Nowoczesne
urzadzenia zasilajace w energetyce”, Marzec 5-7, 2008, Zakopane, pp. 16.1-16.9.
(prezentacja)

J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, Falownik typu Z o dwukierunkowym
przeptywie energii, VIII Krajowa Konferencja naukowa Sterowanie w
Energoelektronice i Napedzie Elektrycznym — SENE 2007, £6dz 2007, t. 11, s. 403-
408 (prezentacja)

J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, Dobor elementéw obwodu Z dla falownika
wspolpracujacego z sieci trdjfazowa, Krajowa Konf. Postepy w Elektrotechnice
Stosowanej PES-6, Koscielisko 2007, s. 137-141 (prezentacja)
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27. R. Barlik, M. Nowak, J. Rabkowski, Budowa i badania prototypowego poduktadu
energoelektronicznego z przyrzadami z weglika krzemu, VI Krajowa Konferencja
Elektroniki, Dartowko Wsch. 2007, s. 581

28. R. Barlik, J. Rabkowski, M. Nowak, Ukfady energoelektroniczne z przyrzadami z
weglika krzemu — stan obecny i perspektywy, VI Krajowa Konferencja Elektroniki,
Dartéwko Wsch. 2007, s. 583-584

29. J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, Badania laboratoryjne tacznika
energoelektronicznego ztozonego z tranzystora IGBT i diody Schottky’ego z weglika
krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartéwko Wsch. 2007, s. 541-546

30. J. Rabkowski, R. Barlik, M. Nowak, Uproszczony model obwodu statopradowego
falownika Z, Materiaty IV Konferencji Modelowanie i Symulacja, Koscielisko 2006,
t. I, s. 73-80 (prezentacja)

31. M. Nowak, J. Rgbkowski, R. Barlik, Badania symulacyjne prostych struktur
sterowania jednofazowego falownika, Materialy IV Konferencji Modelowanie i
Symulacja, Koscielisko 2006, t. I, s. 97-104

32. J. Rabkowski, M. Nowak, R. Barlik, J ednofazowy falownik typu Z, VII Krajowa
Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napedzie Elektrycznym —
SENE 2005, £6dz 23-25 listopada 2005, t. II, s. 483-488 (prezentacja)

33. M. Nowak, J. Rabkowski, J. Hildebrandt, R. Barlik, Cyfrowo sterowany
przeksztaltnik DC/DC z po$rednim obwodem napiecia przemiennego, VII Krajowa
Konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napedzie Elektrycznym —
SENE 2005, £6dz 23-25 listopada 2005, t. I, s. 403-408

34. J. Rabkowski, M. Nowak, R. Barlik, Tréjfazowy przeksztattnik PWM typu
pradowego sprzegajacy szyny napiecia stalego z siecia zasilajaca, Krajowa Konf.
Postepy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Koscielisko 2005 (prezentacja)

5.8. Patenty i wspélpraca z przemyslem

Uzyskane patenty:

e Uklad jedno- lub trojfazowego dwukierunkowego falownika typu Z oraz sposéb
sterowania facznikami jedno- lub trojfazowego dwukierunkowego falownika typu Z,
PL 210129 (2011)

Moj wktad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji dwukierunkowego

Jalownika typu Z oraz sposobu sterowania jego lqcznikami, wspotudziale w
przygotowaniu wniosku patentowego. Mdj udzial procentowy szacuje na 60%

e Uklad tréjfazowego, trojpoziomowego rozszerzonego falownika napiecia i Sposob
sterowania trdjfazowego, tréjpoziomowego rozszerzonego falownika napiecia, PL
206355 (2010)

Moj wkiad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji rozszerzonego
Jalownika tréjpoziomowego oraz sposobu sterowania jego lqcznikami, wspotudziale w
przygotowaniu wniosku patentowego. Mdj udzial procentowy szacuje na 60%

Zgloszenia patentowe w toku:

e Uklad tréjfazowego szeregowego falownika typu Z, P.390485 (zgt. 2011)
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Méj wklad w powstanie tej pracy polegal opracowaniu koncepcji szeregowego
Jfalownika typu Z oraz sposobu sterowania jego lqcznikami, wspétudziale w
przygotowaniu wniosku patentowego. Moj udzial procentowy szacuje na 60%

Wspotpraca 7 przemystem:
e Wspotautor opracowania dla Centrum Transferu Technologii PW pt. Analiza
wykorzystania potprzewodnikow z weglika krzemu w budowie obecnie
produkowanych urzadzen stosowanych w potrzebach wiasnych energetyki, w

szczegdlnosci uktadow tadowania baterii, przetwornic napiecia stalego na zmienne i
uktadach UPS dla APS Energia

e Udzial we wdrozeniu (2008-2009) wielopoziomowego filtra aktywnego w firmie
MEDCOM z Warszawy, w ramach projektu celowego MNiSW ,,Opracowanie i
wdrozenie 3-poziomowego energetycznego filtra aktywnego o duzej dynamice
kompensacji pradu” o numerze 604232/CZR8-6/2008

e Wspdtpraca z producentami przyrzadéw potprzewodnikowych mocy z weglika
krzemu w zakresie ich badania oraz opracowania obwodéw sterownikéw bramkowych
(Transic/Fairchild, Ascatron, Genesic)

e Wspodlpraca z partnerami przemystowymi produkujacymi urzadzenia
energoelektroniczne (Bombardier Transportation Sweden, Alstom Power Sweden,
Volvo Cars AB) w ramach projektow SiC Power Center (punkt 5.5)

e Opracowanie funkcjonalnych modutéw do przeksztaltnikéw z zastosowaniem
energoelektronicznych elementéw SiC w ramach projektu INNOTECH dla
MEDCOM Sp. z 0. o.

6. Omoéwienie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz wspélpracy
mig¢dzynarodowej

6.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach migdzynarodowych
i krajowych

Przygotowanie i prowadzenie zaje¢ w ramach Studium Podyplomowego "Przeksztattniki i
magazyny energii dla energetyki odnawialnej" w ramach programu Kapital Ludzki
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowe;j
Politechniki Warszawskiej, 2010-2012

6.2. Udzial w migdzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udzial w
komitetach organizacyjnych tych konferencji

Regularny udzial w tematycznych konferencjach krajowych (Sterowanie w Energoelektronice
Napedzie Elektrycznym SENE, Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice
MSizWT) i miedzynarodowych (European Conference on Power Electronics and
Applications EPE, ECPE SiC User Forum, Energy Conversion Congres and Exposition
ECCE, Industrial Electronics Conference IECON, European Conference on Silicon Carbide
and Related Materials ECSCRM, Applied Power Electronics Conference APEC, International
Silicon Carbide Power Electronics Applications Workshop ISiCPEAW)
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Udzial w komitecie organizacyjnym konferencji Energoelektronika w Odnawialnych
Zrédtach Energii i Napedach EwOZiN 2012 oraz 2013

6.3. Udzial w konsorcjach i sieciach badawczych

6.4. Projekty realizowane we wspolpracy z naukowcami z innych osrodkéw polskich i
zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych we wspolpracy z przedsigbiorcami

1.

Projekt badawczy zamawiany MNiSzW Nr PBZ-MEiN-6/2/T02/200, umowa
Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemystowej Politechniki Warszawskiej z
Instytutem Technologii Materiatéw Elektronicznych Nr 16/ES/G 007/T02/2007,
Budowa i badania prototypowego podukladu energoelektronicznego z przyrzadami z
weglika krzemu, 2007-2010

Projekt celowy 04232/C.ZR8-6/208, Opracowanie i wdrozenie 3-poziomowego
energetycznego filtra aktywnego o duzej dynamice pradu kompensacji, Instytut
Sterowania i Elektroniki Przemystowej Politechniki Warszawskiej i MEDCOM sp. z
0.0., 2008-2009

Projekt badawczy wtasny MNiSzW, System potaczen ogniw PV z siecia zasilajaca z
zastosowaniem nowych falownikow typu qZ, Instytut Sterowania i Elektroniki
Przemystowej Politechniki Warszawskiej i Instytut Elektrotechniki, 2008-2010
Projekt badawczy (Vinnova, Szwecja), Hog Temperatur Elektroniska system helt i
kiselkarbid (SiC) for elektriska fordon / High Temperature Electronic systems entirely
built in silicon carbide (SiC) for electric vehicles , Acreo AB/ KTH Royal Institute of
Technology, Linkoping Technical University, 2008-2011

Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (wspéipfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Undersdkning av olika kiselkarbidkomponenttyper i tva olika
stromriktare for tdg / Investigation of different SiC component types in two different
converters for trains, KTH Royal Institute of Technology/Bombardier Transportation
Sweden AB, 2011-2013

Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (wspéipfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Overdrive, 2012-01291, KTH Royal Institute of Technology/
Volvo Cars AB, 2012-2013

Projekt przemystowy w ramach SiC Power Center (Vinnova wspétpfinansowane przez
Vinnova, Szwecja), Energieffektiv industriell karftomvandlare med kiselkarbid/
Energy efficient industrial power converter with SiC, 2012-03701, KTH Royal
Institute of Technology/Alstom Power Sweden AB, 2012-2014

Projekt Narodowego Centrum Badan i Rozwoja INNOTECH w $ciezce programowe;j
HI-TECH, INNOTECH-K2/HI2/9/1828854/NCBR/13, Opracowanie funkcjonalnych
modutéw do przeksztattnikow z zastosowaniem energoelektronicznych elementéw
SiC, MEDCOM Sp. z o. o. i Instytut Sterowania i Elektroniki Przemystowej
Politechniki Warszawskiej, 2013-14

6.5. Udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Wspétedytor specjalnego wydania IEEE Transactions on Power Electronics " Special Issue on
Wide Bandgap Power Devices and Their Applications" (2013) (IF 4.08)
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6.6. Czlonkostwo w migdzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych

Czlonek Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), w ktorym w roku 2012
zostalem wybrany na funkcje przewodniczacego polaczonego oddziatu Industrial Electronics
Society/Power Electronics Society (w ramach Polskiej Sekcji IEEE).

6.7. Opieka naukowa nad studentami
Opiekun 10 prac magisterskich i 1 pracy inzynierskiej.

6.8. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego, z podaniem tytuléw rozpraw doktorskich

Konsultacja laboratoryjna pracy doktorskiej Jarostawa Matulki (Instytut Sterowania i
Elektroniki Przemystowej, Wydziat Elektryczny Politechniki Warszawskiej) pt.
Przeksztattnik sieciowy PWM z wyjsciem typu pradowego w warunkach zasilania napieciem
odksztatconym, Czerwiec 2008

Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej mgr inz. Mariusza Zdanowskiego (Instytut
Sterowania i Elektroniki Przemystowej, Wydziat Elektryczny Politechniki Warszawskiej) pt.
Wielogateziowy wysokoczestotliwosciowy przeksztattnik DC/DC z tacznikami z SiC i
elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemnosci pasozytniczej (otwarcie przewodu
10.04.2013)

Konsultacja laboratoryjna pracy doktorskiej Dimosthenisa Peftitsisa (Laboratory of Electrical
Energy Conversion, KTH Royal Institute of Technology) pt. On Gate Drivers and
Applications of Normally-ON SiC JFETs, Czerwiec 2013

6.9. Staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub akademickich
Laboratory of Electrical Energy Conversion, KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja:

e 2010 (4 miesigce) Stypendium wyjazdowe Centrum Studiow Zaawansowanych PW,
e 2011 (6 miesiecy) Zatrudnienie na stanowisku guest researcher
e 2011-2013 (2 lata) Wspotpraca w charakterze guest researcher/visiting professor

6.10. Udzial w zespolach eksperckich i konkursowych

® Zespot Ekspertéw Zewnetrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu ,,Foresight
Polska 2020~

6.11. Recenzje projektéw migdzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach migdzynarodowych i krajowych

Recenzent czasopism z listy JCR:
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Inne:

IEEE Transactions on Power Electronics,
IEEE Transactions on Industrial Electronics,
IEEE Transactions on Industrial Informatics,
IEEE Industrial Electronics Magazine
Przeglad Elektrotechniczny

Archiwum Elektrotechniki (Archives of Electrical Engineering)

Recenzent referatow konferencyjnych:

European Conference on Power Electronics and Applications (EPE)
Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE),

Industrial Electronics Conference (IECON)

International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)
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